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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

化合物半導体を用いて、高出力給電用フォトダイオードのプロセス開発を行った。
社内設備では半導体プロセス用設備が不十分のため、NIMSの共用設備を用いてレー
ザー描画装置、RIEでの深堀などに用いた。

実験
Experimental

今回はRIEを用いて化合物半導体をエッチングする際にどのような断面構造を得ら
れるかの実験を行った。目標としては7μmの深堀である。
実験用基板にはSiO2 CVD装置NL-200にてSiO2を1600nm成膜し、その
後PFI38A7レジストを塗布した。露光にはDWL66を用いて事前に用意したCADファ
イルのパターンを描画した。
現像後にSpica#1を用いてハードマスク形成を行った。その後Spica#2を用いて化
合物エッチングを行った。
実験に使用したガスはAr/Cl2=6sccm/6sccmの混合ガス。Biasを250W固定
で、ICPパワーを150W、圧力を0.5Paでエッチングを行った。

結果と考察
Results and Discussion

断面結果を示す。7μmほどの深堀を行おうとするとL/S=3μmではテーパーの影響
でエッチング底面が出ていなく、最低でもL/S=6μmが必要である。
このテーパーは化合物エッチングの時だけではなく、露光・現像、ハードマスク形
成の時から形成していていると考えられる。さらに良い構造を作るためにはレジス
トから見直しが必要であると考えられる。
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